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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年4月19日(2018.4.19)

【公開番号】特開2016-155963(P2016-155963A)
【公開日】平成28年9月1日(2016.9.1)
【年通号数】公開・登録公報2016-052
【出願番号】特願2015-35941(P2015-35941)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/64     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/62     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ   11/64     ＣＰＢ　
   Ｃ０９Ｋ   11/62     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/08     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｋ   11/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月23日(2018.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム、ガリウムおよびインジウムから選ばれる１種または２種以上を少なくと
も含む結晶性酸化物半導体を主成分として含み、前記結晶性酸化物半導体がコランダム構
造を有することを特徴とする紫外線発光材料。
【請求項２】
　前記結晶性酸化物半導体が、少なくともガリウムを含む請求項１記載の紫外線発光材料
。
【請求項３】
　前記結晶性酸化物半導体が、膜状である請求項１または２に記載の紫外線発光材料。
【請求項４】
　紫外線を発光する紫外線発光材料を含む紫外線発光素子において、紫外線発光材料とし
て、請求項１～３のいずれかに記載の紫外線発光材料を含むことを特徴とする紫外線発光
素子。
【請求項５】
　原料溶液から紫外線発光材料を製造する方法において、アルミニウム、ガリウムおよび
インジウムから選ばれる１種または２種以上を少なくとも含む原料溶液を霧化または液滴
化して生成されるミストまたは液滴を、キャリアガスでもってコランダム構造を有する結
晶物を主成分として含む結晶基板まで搬送し、ついで該結晶基板上で該ミストまたは該液
滴を加熱により熱反応させることを特徴とする紫外線発光材料の製造方法。
【請求項６】
　前記原料溶液が、少なくともガリウムを含む請求項５記載の製造方法。
【請求項７】
　結晶基板の結晶成長面上に、直接または他の層を介して、凹部または凸部からなる凹凸
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部を形成し、前記凹凸部上で、前記ミストまたは前記液滴を加熱により熱反応させる請求
項５または６に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記凹凸部を複数かつ周期的に形成する請求項７記載の製造方法。
【請求項９】
　前記凹凸部の形成を、ストライプ状またはドット状に凹部または凸部を形成することに
より行う請求項７または８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記基体が、サファイア基板である請求項５～９のいずれかに記載の製造方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　すなわち、本発明は、以下の発明に関する。
［１］　アルミニウム、ガリウムおよびインジウムから選ばれる１種または２種以上を少
なくとも含む結晶性酸化物半導体を主成分として含み、前記結晶性酸化物半導体がコラン
ダム構造を有することを特徴とする紫外線発光材料。
［２］　前記結晶性酸化物半導体が、少なくともガリウムを含む前記［１］記載の紫外線
発光材料。
［３］　前記結晶性酸化物半導体が、膜状である前記［１］または［２］に記載の紫外線
発光材料。
［４］　紫外線を発光する紫外線発光材料を含む紫外線発光素子において、紫外線発光材
料として、前記［１］～［３］のいずれかに記載の紫外線発光材料を含むことを特徴とす
る紫外線発光素子。
［５］　原料溶液から紫外線発光材料を製造する方法において、アルミニウム、ガリウム
およびインジウムから選ばれる１種または２種以上を少なくとも含む原料溶液を霧化また
は液滴化して生成されるミストまたは液滴を、キャリアガスでもってコランダム構造を有
する結晶物を主成分として含む結晶基板まで搬送し、ついで該結晶基板上で該ミストまた
は該液滴を加熱により熱反応させることを特徴とする紫外線発光材料の製造方法。
［６］　前記原料溶液が、少なくともガリウムを含む前記［５］記載の製造方法。
［７］　結晶基板の結晶成長面上に、直接または他の層を介して、凹部または凸部からな
る凹凸部を形成し、前記凹凸部上で、前記ミストまたは前記液滴を加熱により熱反応させ
る前記［５］または［６］に記載の製造方法。
［８］　前記凹凸部を複数かつ周期的に形成する前記［７］記載の製造方法。
［９］　前記凹凸部の形成を、ストライプ状またはドット状に凹部または凸部を形成する
ことにより行う前記［７］または［８］に記載の製造方法。
［１０］　前記基体が、サファイア基板である前記［５］～［９］のいずれかに記載の製
造方法。
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